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旭化成の組織と商品群
エレクトロニクスカンパニー
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旭化成の全社組織
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旭化成のカンパニー・事業部・推進部
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エレクトロニクスカンパニー組織図
カンパニー社長

エレクトロニクス企画管理部

新事業開発室

電池材料事業開発室

電子材料事業部 ・感光性ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾑﾚｼﾞｽﾄ「DFR」、感光性ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ「PIMEL」

光ファイバ・光学製品部 ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ光ﾌｧｲﾊﾞ「POF」

FPコイル事業開発部 ・ﾌｧｲﾝﾊﾟﾀｰﾝｺｲﾙ

旭化成マイクロシステム ・ｱﾅﾛｸﾞ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ混載CMOS　LSI

旭化成電子 ・ﾎｰﾙ素子、ﾎｰﾙIC、ﾌｫﾄﾏｽｸ防塵ﾌｨﾙﾑ（ﾍﾟﾘｸﾙ）

旭シュエーベル ・ﾌﾟﾘﾝﾄ基板用ｶﾞﾗｽｸﾛｽ

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究開発ｾﾝﾀｰ
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ＤＦＲの研究開発体制
基板材料技術開発部

・ＤＦＲのグレード開発
・関連プロセス開発
・テクニカルサービス
・新規用途開発

ｴﾛｸﾄﾛﾆｸｽ研究開発ｾﾝﾀｰ
　　　　電子材料研究所

・次世代要素技術開発
・新規用途開発

中央技術研究所
・新規電子材料の研究
・新規用途開発
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DFRの構造
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液状レジストとＤＦＲの比較

レジスト種類

解像度（μm）
　

膜厚（μm）
　

特徴

液状レジスト ＤＦＲ

ポジ
ネガ
　

0.01
　

～10μm
　

超高解像
高追従

ネガ
（ポジ）
　　

１
　

1μm～120μm
　　

高解像
工程短縮
工程管理容易
両面同時ラミネート
テンティング加工
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サンフォートの全世界展開

旭化成
（香港）

旭シェーベル
（香港）

旭化成アジア
華旭科技

スリット（台湾）

•旭シュエーベル（台湾）
•日東紡 旭シュエーベル
ガラスファイバー

塗工・スリット工場
（日本、中国）

旭化成アメリカ

旭化成アメリカ
サンノゼ事務所

旭化成マイクロ
システム

旭化成ヨーロッパ

旭化成電子
ロンドン／ミュンヘン

事務所

旭フォトプロ
ダクツ

パリ／ミラン
事務所

スリット拠点
　（韓国）
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片面板

両面板

多層板

BU基板

フレキ

ビルドアップ（MCM-L)

プリント配線板

７４％

セラミックス

その他

モジュール基板

２６％

BGA ・CSP

TAB

MCM-C

ビルドアップ（BGA・CSP)

３．６％

１５．４％

２７．７％

１０．１％

１２．５％

１０．８％

プリント配線板・モジュール基板市場（２００２年予想）

１兆１３００億円
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実装技術の動向
１．SOC　→　SIP　の流れ （技術面、経済面）
２．高密度実装の加速：モバイル機器の小型・高性能化
　・BGA/CSP、MCP（Multi Chip Package）、３次元MCP、
　 COC（Chip-On-Chip)、部品内臓基板
　・リジッド基板　→　テープ基板（COF／TAB）　→　SIF
３．配線技術
　・サブトラ　→　セミアディティブ
　・セミアディティブ：銅シード　→　Ｎｉシード（選択エッチング）
　・サブトラ：銅素材の薄膜化、転写法
　・新規技術（直接描画法）：インクジェット法、光化学法
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SUNFORT　Roadmap

0
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1995 2000 2005 2010 年

プリント配線板

パッケージ基板

フリップチップ基板

AQ-60 シリーズ

SPG シリーズ

AQ-30 シリーズ

AQ-70 シリーズ

AQ-50 シリーズ

AQ-90 シリーズ

AQ-209A

ＵＦＧ

ＡＳＧ

ITロードマップに基づくFBGA/CSPライン幅
FC(3L/PAD)ライン幅
FC(5L/PAD)ライン幅
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ＤＦＲの新規分野への用途展開

L/S＝5/5μm

L/S＝10/10μm

ＰＫＧ ＰＤＰ

ＣＯＦ／ＴＡＢ 金めっき

DFR

半 導 体 バ ン プ
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旭化成DFRの用途別グレード（一例）

SPG-2

UFG-1

高解像度用

超高解像（薄膜）

AQ-75    AQ-78フレキ基板用

AQ-67、26（高感度） AQ-36 、33、32（T/P兼用）
AQ-38（高追従性） AQ-59（高解像）

汎用PWB用

APD-401 , 402PDPサンドブラスト用

AQ-58、SDGリードフレーム

ケミカルミリング用

AQ-92   AQ-94   AQ-96　AQ-9A
AQ-95   ASG-1　ASG-2

PKG(BGA,MCM)   サブトラ　
SAP

グレード例用途
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最先端技術の開発
１．MPUパッケージ用塗：セミアディティブグレード
　　　L/S＝15μm/15μm 量産技術の完成
　　　超高解像・易剥離性の達成

２．COF／TAB用途：サブトラクティブ、セミアディティブ
　　　20～15μmピッチ量産用技術の完成
　　　超薄膜グレード：7μm　→　5μm以下の技術
　　　クリーン化技術
　　　ラミエアー低減技術（組成、基板前処理、ラミネーション）

３．金めっき用グレード

４．半導体バンプ用途：めっきグレード
　　　高解像、高アスペクト技術

５．PDP用途：サンドブラストグレード
　　　大面積均一性、クリーン化技術、高サンドブラスト耐性
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様々なテクニカルサポート技術

レジスト技術センター 解析センター

FE-SEM EPMA

AES 顕微FT-IR

露光

現像・剥離
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レジスト技術センター評価設備

・整面機（3種） 銅張り積層版、金属基板等の表面研磨
・ｱﾙｶﾘ脱脂装置（1種） 金属基板の表面洗浄
・ラミネーター (4種) DFRの基板やウェーハへの積層
・露光機（5種） ｺﾝﾀｸﾄ式平行露光機、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ露光機、ｱﾗｲﾅｰ
・現像機（3種） DFRの現像（0.2-1%Na2CO3水溶液）
・エッチング機（4種） 塩化第二銅、塩化第二鉄、ｱﾙｶﾘｴｯﾁﾝｸﾞ
　めっき装置（2種） 硫酸銅めっき、はんだめっき
　剥離機（1種） DFRの剥離（2-3%NaOH水溶液）

・小型めっき装置（ﾊﾙｾﾙ、ﾊｰﾘﾝｸﾞｾﾙ）
・光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡
・UV分光機、分光感度測定機、ＦＴＩＲ、ＳＥＭ，ＡＦＭ
・表面粗度計、引っ張り試験機、粘弾性測定

　
　厚み：5～120μ（乾燥時）

　ドライフィルムレジスト（DFR）の特性評価設備

　評価解析装置

　ＤＦＲ製造コパイロット設備
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トータルソリューションの提供

材料メーカー
（基材、薬液）

装置メーカー
（露光機、現像機等）

ＤＦＲ組成開発設計技術

きめ細かなテクニカルサポート技術

関連情報収集力

顧客のニーズ
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DFRの構造
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レジスト層の構成材料
１．バインダー
　　ポリマー

熱可塑性ポリマー、フィルムの成形、機械的
強度の付与、カルボキシル基(-COOH)を含む

２．モノマー アクリル系モノマー、重合剤、機械的強度の付与と
レジスト性能に影響、末端に２重結合(C=C)を含む

３．開始剤 重合の開始剤、露光エネルギーでラジカル発生

４．染料 ベース染料、露光により変色する染料

５．可塑剤 フィルムにしなやかさを付与

６．密着向上剤 基板との密着向上剤
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ＤＦＲの組成

バインダーポリマーモノマー

開始剤他

　　Ｈ　ＣＨ　　　Ｈ　ＣＨ 

（　Ｃ　Ｃ　）（　Ｃ　Ｃ　）（　Ｘ　） 

　　Ｈ　Ｃ＝Ｏ　　Ｈ　Ｃ＝Ｏ 

　　　　Ｏ　　　　　　Ｏ 

　　　　Ｒ　　　　　　Ｈ 

３ ３

Ｒ：Ｃ1 -9 　A lky l

CH 2=C-C-O-(CH 2-CH 2-O)n-C-C=CH 2

CH 3 CH 3
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C H 2 = C H

X

＋

C H 2-CH・

X

CH 2-CH・

X
＋

CH 2- CH -CH -C H
2

X X

DFRの光重合メカニズム

(1)Initiation

Initiator Radical
Ｉ Ｉ・
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ＵＶ硬化のメカニズム
COOH COOH

COOH COOH COOH

COOHCOOHCOOH

COOH COOH COOH

モノマー

バインダー

開始剤

COOH COOH

COOH COOH COOH

COOHCOOHCOOH

COOH COOH COOH

ラジカル
※

※

※

※

※※

COOH COOH

COOH COOH COOH

COOHCOOHCOOH

COOH COOH COOH

※

※

UV

露光

硬化(三次元架橋)

フォトマスク

レジスト層

基材

：モノマー

a b
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現像のメカニズム

COOH COOH

COOH COOH COOH

COOHCOOHCOOH

COOH COOH COOH

Na2 CO3 ／H2O

（乳化）

モノマー

バインダー

開始剤

Na+

Na+

Na+ Na +

Na+
Na+

Na
+

COO-
COO-

COO -

CO
O -

COO-
COO-C

OO-

現像

ＲーCOOH　＋　Na2 CO3 　　　　Ｒ－COO-　Na
+ 　　＋　NaHCO3

H2 O

H2O
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剥離のメカニズム

COOH COOH

COOH COOH COOH

COOHCOOHCOOH

COOH COOH COOH

COO COO

COO COO COO

COOCOOCOOH

COO COO COO

－

－

－

－

－ － －

－

－－

－

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Na
＋

Stripping

NaOH/H2O

Re la x a t io n
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エマルジョンが破壊されたり凝集を加速させる要因（例）
・感光層成分同士の相性
・シアー（現像機のポンプ、スプレー）
・相性の悪い消泡剤使用　　　　　　　　　
・ＤＦＲ溶解量（処理量）過剰　　　　

低凝集性を達成する為には？
エマルジョン破壊による現像凝集物の生成
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低凝集性を達成する為には？

凝集核となる成分の排除

対処法：　現像液そのものの不純物をなくす
　　　　　　　①純水の使用
　　　　　　　②炭酸ナトリウムの不純物をできるだけなくす
　　　　　　　＊特にＣａ成分はCaCO3（水に不溶）を生成
　　　　　　現像槽の洗浄アップ
　　　　　　　　専用洗浄剤による定期的な洗浄
　　　　　　　　スプレーノズル、コンベアロール、
　　　　　　　　液きりストレートロール、水切りロール洗浄
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低凝集性を達成する為には？

エマルジョンを安定化させる
①消泡剤

対処法：　消泡剤の選定（APDシリーズはAQD-203推奨）
　　　　　　消泡剤使用量（AQD-203は、0.1～0.2%）
　　　　　　　　＊現像液新液供給タンクにも添加
　　　　　　消泡剤のライフ（納入後９ヶ月）
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低凝集性を達成する為には？

エマルジョンを安定化させる
②感光層成分

対処法：　感光層成分の最適化したグレード設計
　　　　　　　 開発品AX166-40は低凝集設計
　　　　　　＊他グレードDFRとの混合使用の場合には
　　　　　　　 相性の事前チェック
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低凝集性を達成する為には？

エマルジョンを安定化させる
③レジスト溶解量

対処法：　推奨レジスト溶解量の厳守
　　　　　　　　　APD-402の場合、0.1m2/L

　　管理方法　（１）現像液濃度分析装置
　　　　　　　　 （２）枚数カウンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダブルチェック
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低凝集性を達成する為には？
フィルタリング

発生した凝集物をフィルターで除去する。

注意点！　フィルターの目が細かすぎると…
シェアーがかかる

　　　　　　　　→エマルジョンが破壊
　　　　　　　　　　　　　　→凝集を加速させる

対処法：フィルターメッシュの最適化
　　　　　フィルターの交換頻度アップ
　　　　　　　　　DFR成分高濃度域の除去
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PDP用DFR
SUNFORT

APD-seriesのご紹介

旭化成株式会社

基板材料技術開発部

Ｒ
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１．感光性ＤＦＲについて　　

２．APD-series設計への考え方
　　　　・耐サンドブラスト性
　　　　・低現像凝集性
　　　　・画像のシャープ性
　　　　・高速剥離性

３．APD-series  Road-Map

４．まとめ

ご紹介内容
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APD-seriesの設計への考え方
お客様の課題 ＤＦＲへの要求性能

高感度

生産性向上 高速現像・高速剥離

耐ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ性
ファイン化・複雑化

高解像・高密着性

歩留り向上 現像後ﾊﾟﾀｰﾝのｼｬｰﾌﾟ性

現像・露光マージン
環境対応

低凝集性

無鉛リブへの密着性
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耐サンドブラスト性の設計

耐衝撃性

　リブ材密着性
　（ｶﾞﾗｽ、有機成分）

レジスト形状
(S.E.防止)

レジスト厚み

静電気抑制

■　ＰＤＰリブ材サンドブラスト後のパターン

ＡＰＤｼﾘｰｽﾞ；　Ｌ／Ｓ＝５０／２００μｍ



36SUNFORT_P01_

エマルジョンが破壊されたり凝集を加速させる要因（例）
・感光層成分同志の相性
・シアー（現像機のポンプ、スプレー）
・相性の悪い消泡剤使用　　　　　　　　　
・ＤＦＲ溶解量（処理量）過剰　　　　

低凝集性を達成する為には？
エマルジョン破壊による現像凝集物の生成
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APD-seriesの低凝集設計

- OOC

COO -

COO -

COO -

- OOC

- OOC

COO -

-OOC

-OOC

COO-

COO-

-OOC

X

X

X

X

X

X

X

X

現行品
感光層成分同志の相性により
不十分なエマルジョン安定性
→　現像凝集物の発生
　　　耐SB性は優れる

開発品
高耐ＳＢ性モノマーへの
高性能置換基Ｘの導入で
安定なエマルジョン
→　現像凝集物の抑制
　　　耐SB性は維持

ﾓﾉﾏｰ開始剤水

特許出願中

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+
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光強度0.01 0.010.1 0.1

マスクフィルム

キャリヤフィルム

レジスト層

＊レジスト層の光吸収＝０のとき

露光工程における光の回折
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γ値が大きい

露光部と未露光部の境
界域（グレーゾーン）を
少なくする

⇒　画像のｼｬｰﾌﾟ性

　　　の向上

画像のｼｬｰﾌﾟ性向上①（γ値）

露光量　→

残
膜

率
　

％
0

50

100
従来タイプ

超高解像度タイプ

θ

γ＝tan θ
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硬化部のアルカリ液による膨潤

膨潤大→ライン間の現像低下
　　　　　⇒画像のｼｬｰﾌﾟ性の悪化

画像のｼｬｰﾌﾟ性向上　⇒低膨潤設計

現像液 現像液

従来タイプ 高解像タイプ

画像のｼｬｰﾌﾟ性向上②　
低膨潤設計
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複雑隔壁へ「ｼｬｰﾌﾟ性」の追求
従来品 開発品
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リブの無鉛化への対応

• 無鉛化での最重要ポイントは、「密着性」。
• 無鉛化に対応する為、物理的密着力、

　　化学的密着力の発現メカニズムの研究を
　　進めている。
• 無鉛化リブ上でも、現像密着性、

　　耐ＳＢ密着性の優れた組成を設計中。
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構成体への取組み

• 業界最高レベルのキャリアフィルム、
　　カバーフィルムを導入
　＊透明性
　＊フィルム強度、伸度
　＊易剥離性
　＊異物管理

→　フィルムＴＯＰメーカーとの密接な連携で
　　　ＰＤＰ用途に適した新フィルムの開発も進めている
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APDAPD--series series ロードマップロードマップ

高解像・高速現像

TCP(TAB)

Stripe

98              00              02              04              06             08             10

Complex High AspectRib

APD2

APD3 耐X-hyper性・ｼｬｰﾌﾟ性

高速剥離・ｼｬｰﾌﾟ性APD4



45SUNFORT_P01_

まとめ
１．APD-seriesは、
　　お客様の要求に応じて、プロセスに最適なＤＦＲの
　　設計を目指す。

２．APD-seriesは、
　 耐SB性、高速剥離性、画像のｼｬｰﾌﾟ性、低凝集性
　　を特に重視し、今後も追及していく。

３．APD-seriesは、03年度に、
　　APD3　：　高速剥離・画像のｼｬｰﾌﾟ性　重視
　　APD4　：　耐X-hyper性・画像のｼｬｰﾌﾟ性　重視
　　を市場投入予定。
４．APD-seriesは、
　　リブの無鉛化にも積極的に対応していく。
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様々なテクニカルサポート技術

レジスト技術センター 解析センター

FE-SEM EPMA

AES 顕微FT-IR

露光

現像・剥離

Ｘ-Hyper
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レジスト技術センター評価設備

・Ｘ-Hyper ﾌﾞﾗｽﾄ装置 サンドブラスト加工　研磨剤　S9
　整面機（3種） 銅張り積層版、金属基板等の表面研磨
・ｱﾙｶﾘ脱脂装置（1種） 金属基板の表面洗浄
・ラミネーター (4種) DFRの基板やウェーハへの積層
・露光機（5種） ｺﾝﾀｸﾄ式平行露光機、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ露光機、ｱﾗｲﾅｰ
・現像機（3種） DFRの現像（0.2-1%Na2CO3水溶液）
・エッチング機（4種） 塩化第二銅、塩化第二鉄、ｱﾙｶﾘｴｯﾁﾝｸﾞ
　めっき装置（2種） 硫酸銅めっき、はんだめっき
　剥離機（1種） DFRの剥離（2-3%NaOH水溶液）

・小型めっき装置（ﾊﾙｾﾙ、ﾊｰﾘﾝｸﾞｾﾙ）
・光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡
・UV分光機、分光感度測定機、ＦＴＩＲ、ＳＥＭ，ＡＦＭ
・表面粗度計、引っ張り試験機、粘弾性測定

　厚み：5～120μ（乾燥時）

　ドライフィルムレジスト（DFR）の特性評価設備

　評価解析装置

　ＤＦＲ製造コパイロット設備


